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MEMORIA DESCRIPTIVA

para  s o l i c i t a r

P A T E N T E  D B I N T R O D U C C I O N

on

E S P A Ñ A  
por año a

a nombra l a  WESTINCSiOUSB ELECTRIC CORPORATION, entidad nor­

team ericana, a stab lao id a  an  Eaat P ittsb u rg h , p e n silv a n ia , 

E stados Unidos da Amárioa, por:

"UN METODO LE FABRICAR PLANEAS ELECTRICAS".
- <s

- o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o - o -

31 prosan ta invanto so r e f ie r e  a  planchas dol 

tip o  da l a s  que sum in istran  vapor para humedecer a l  m ata r ia l 

qna sa  e s tá  planchando, y tian o  por ob je to  croar una plaib- 

cha porfaccionada do dicho t ip o .

l a  cámara ganaredora de vapor y le a  pasos
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correspondientes para á ste , que conducen a o r if ic io s  de sa­
l id a  de la  placa de base de una plancha de vapor, están 
generalmente anidas a ana plaoa de cubierta con ana empa­
quetadura para garantizar juntas a praeba de fugas. la  em- 

6 paquetadura paede aer eliminada o perfeccionada aun más, 
empleando una oapa obturador a de un compuesto de s i l  ico na 
entre l a s  su p erfic ie s complementarias de l a  cámara y v ía e  
de vapor y a lia b ie r ta . Asimismo paeden estsac revestidas la s  

su p erfic ie s de l a  cámara generadora de vapor cen un agente 
10 humectante, como por ejemplo s l l ic a t e  de sodio, aegán en­

seña Bldred o. Norton en su so lic itu d  de patente norteame­
ricana Nto. 88.520 presentada e l 8 de Noviembre de 1948, 
cuyo proposito es el de permitir que e l  agua entrante en la  
cámara de vapor, moje la s  su p erfic ie s tratadas y se esparza 

18 rápidamente, acelerando a s i  la  vaporizacián y reduciendo

e l mínimo la  posib ilidad  de que la  placa de base emita agua 
parcialmente vaporizada.

El invento del s r .  Norton trabaja  muy bien 
con m ateriales de empaquetadura corrientes y logra lo s  re- 

20 soltados deseados, sin  embargo, a l  a,ex empleado en una plan­
cha que oontenga un cierre de un compuesto de e ilicon a, la  
vuloanizaoián del compuesto ds silicon a contrarresta l a  
propiedad deseada del agente humeotante. El compuesto de 
silico n a  despide un vaho durante su vuloanizaoián qae com- 

28 tamina o deposita una delgada pelícu la  no húmedaoíble por
encima del agente humectante previamente aplicado.

Uno de lo s  objetos de e ste  invento es e l  de
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orear nn medio se n c illo , barato y fácilmente elim inabie, 
para proteger la s  propiedades immsotantes As ana sap erfi-  
o is ^ne están expaestae a Aeatraooión por vapores emitidos 
Aerante e l  proceso Ae valoanización térmica Ae an cierre  Ae 
an compasato Ae a ilicen a empleado en l a  fabricación  Ae ana 
plancha Ae vapor.

Otro objete Ael invento ea e l  Ae orear an 
revestimiento protector para ana saperf ic ié  coyas propieda­
des h ame otante a estén expaestas a  menoscabo por loa  vapccres 
emitidos dorante e l  proceso Ae vulcanización térmica Ae an 
c ierre  Ae an oompaesto Ae silicen a  empleado en la  fabrica­
ción de ana plancha Ae vapor, siendo d ih in ab le  dicho re­
vestimiento por e l "calor propio" Ae la  plancha.

Se ha podido comprobar, que e s posib le sos­
layar la  A iflealtad  arriba mencionada, aplicando an reves­
timiento de material proyector por encima Ae l a  eaperficie 
del agente hornee tanto. Bate revestimiento protector tiene - 
l a  propiedad de poder ser eliminado por e l  calor a ana tem­
peratura por encima Ae la  temperatura da vulcanización AA 
oompaesto de silico n a . l a  ailicona vulcaniza calentando la  
plancha a ana temperatura de aproximadamente 190BC. 41 f i ­
nal dé ea c ic lo  Ae vulcanización, osean la s  emisíonss As 
l a  e ilioona. l a  plancha as callan ta  entónese a ana tempe­
ratura méa elevada* con lo  oaal e l revestimiento protector 
es eliminado, llevándoae oonaigo loa prodaotoa originalmen­
te emitido a por la  aiiioon a, y poniendo a l  Aesoabierto l a  
superfioie Ael agente homootanto indemne e in alterada.
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Existan varios 3a ta la s  revestimientos pro­

tec to ra s, que pueden ser empleados, oomo por ejemplo el 
n itrato  de celu losa, e l p o liatiren o , e l  polim etilm stacri- 
la to , e l po lie tilen o , a3L poli-iaobutileno, l a  resina ciolo- 

S parafín ica, la  resina oiolopentadiénioa, la  resina de enma­
ro na-indol y e l éter p o liv in ilo iso b u tílico . gatas resinae 
tienen todas l a  propiedad de deapolimerizarae o descompo­
nerse, o ambas a la  vez, s in  dejar prácticamente residuo 
alguno cuando se  someten a temperaturas ga por encima de 

10 lo s  205SC durante un breve periodo de tiempo. P^rtioular-

mente, no dejaqáaingun residuo de oarbono, lo  cual se r ía  ob- 

jeoionable. gatee m ateriales pueden prepararse en forma l í ­
quida, disolviéndolos en cualquiera de lo s  disolventes 
aromáticos corrientes, como por ejemplo e l  tolueno, a ex- 

16 cepcián del nitrato de celulosa, que es soluble en mezclas 
de alcohol-éter. Puede igualmente emplearse e l  nitrato de 
celulosa, disolviéndolo en una mezcla de ¿carbonato d ie t í­
l ic o  y oxalato d ie t íl ic o , js pesar de poderse u tiliz a r  cual­
quiera de la s  matarías más arriba c itadas, se  prefiere em- 

8o plear e l n itrato  de celu losa, puesto que puede ap licarse
sencillamente con un pincel, seca rápidamente y es elimina­
do prontamente por e l  calor dsntro de la  gama de tempera­
tura máxima de la  plancha. Por estos motivos se presta fá­
cilmente para loa métodos de producción en se r ie , puede 

25 emplearse en una lín ea de producoián móvil y eliminarse
calentando la  placa de base de la  plancha, se ha comproba­
do que una solución de n itrato  de celulosa de la s  propor-
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oiones siguientes, ea abao latamente sa t is fa c to r ia :

2 0

N itrato de c e lu ie a a ............................................. *""gg***"
Carbonato d i e t í l i c o ............................................. 718
Oralato die t i l i c o ................................................. 255

l a s  proporciones anteriores no son c r it ic a s  y pueden variar­
se con objeto As obtener oualquisr consisten*^ Asesada.

Si invento, por lo tanto, proporciona on re­
vestimiento protector, fácilmente elim inable, para ana &a- 
perfio ie  tratada oon nn agente humectante, y que está  ex- 
puaata a  l a  destrucción de aa propiedad humectante por pro- 
Aaotoe emitidos durante e l  procese de vulcanización de on 
ocmpneato da ailicona empleado en la  fabricación  de la  plan­
cha de vapor.

BOL revestimiento protector ea fácilmente 
eliminable calentando a ana temperatura que ee más eleva­
da qae la  temperatura de vulcanización de la  a ilico n a , pero 
que está  dentro de l a  gama de tempera tara  máxima de l a  plan- 
oha, oon lo  oual ae consigan dicha eliminación por e l  "calor 
propio" de la  plancha.

Bn loa  dibujos adjuntos, empleados para f i ­
nes de ilu strac ió n , representan

la  figura 1 , un alzado la te r a l  de una plan­
cha e láo trio a  de vapor, parcialmente en sección, y

la  figura 2, una planta desde arrib a  de la
placa de base .

Según se muestra en el di bajo adjnnto, una 
plancha de vapor, generalmente indicada por 10, ee calien-

- 5 -
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ta eléctricamente y comprende ana plana da basa metálica 
11, una cubierta de plancha metálica o casco 12 y un asa 
13 de p lástico  c madera, unidas todas entra a i  de cual­
quier forma conveniente, la  cubierta a lo ja  una cámara acu­
muladora de agua c deposito 14. la  placa de base puede aer 
de forma convencional, según se muestra en la  figura 2, y 
está  provista de un elemento calefactor 15, generalmente 
en üorma de U, según puede verse por la s  lin eas de trazos 
de l a  figura 2. 31 elemento calefactor es preferiblemente 
alojado a l  colar l a  placa de base, y puede ser del tipo 
forrado que contiene un tubo o vaina exterior 16, en el 
que se a lo ja  un elemento de re sis te n c ia  h elico id al 17, d is­
puesto centralmente y separado de la  vaina exterior por me­
dio de un m aterial a is lan te  18 refractario  y de gran cum­
pa cidad*

Un termostato 19 se halla situado central­
mente en la  placa de base 11 en una cavidad 20 lim itada 
por una pared 21 hecha preferentemente de una pieza oon 
la  placa de base,

l a  pared 21, junto con una pared exterior 
22 y un nervio 23 en forma de Y, determinan una cámara 24 ge­
neradora de vapor y pasos 25. Un determinado número de ori­
f ic io s  de sa lid a  26 se encuentran en una canal 27 en forma 
de Y adyacente a l  nervio 23 en forma de Y, encontrándose 
protegidos de la  comunicación directa con lo s  pasos 25 por 
medio del nervio, una cubierta 28 se h alla  su je ta  a  l a  p la­
ca de base 11 por cualquier medio adecuado, y sirve para
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enoerrar l a  cámara de vapor 24, lo a  pasca 25 y loa  o r if i-  
oios de sa lid a  26, evitando a s i  e l escape del vapor a ex­
cepción de por lo s  o r if ic io  a de sa lid a  de la  placa de ba­

se . Esta oabierta posee ana oanal tran sversal 29, que s i r ­
ve de pasaje de conexión entre lo s pasos 26 y l a  canal 27 
en forma de v . 32. vapor puede a s i  f lu ir  desde la  cámara de 
vapor 24 a través de lo s  pasos 25 a la  oanal 29, por ésta 
a la  canal 87 en forma de V, y desde e sta  cana^. en forma 
de V, a través de lo s o r if io ic s  de sa lid a  86, hasta 3L 
fondo de la  plaoa de base,

S i  depósito de agua 14 tiene una válvula de 
aguja 30, por medio de l a  cual se comunica con la  cámara 
de vapor 24. Sata válvula coincide con una abertura de 
una placa 31 que está  encima de una abertura en l a  onbisr- 
ta 28, a l a  cual está su je ta , l a  válvula y la  placa 31 ae 
mantienen en contacto a prueba de fugas mediante una em­
paquetadura anular 32. Con objeto de reducir l a  conducti­
vidad desde l a  oubierta a l  depósito de agua 14, esta pla­
ca ee construye preferentemente de un m aterial de pequeño 
espesor.

Un botón da a ju ste  33{. sirve para regular 
la  válvula 30 a f in  de variar la  entrada del agua a la  
cámara de vapor, controlándose a s i  l a  rapidez de genera­
ción de vapor.

l a s  superficies lim itantes de la  cámara 
de vapor 24 y de los pasos 26 se rev isten  con un agente 
humectante, preferentemente una solución de s ilic a to  de

2 0 ;
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sodio, antea del montaje. Con objeto de asegurar qae e sta s  
su p erfic ie s lim itantes ae hallen completamente revestidas 
cuando ae montan la a  diferentes p iezas, es conveniente re­

v e s t ir  todas la s  su p erfic ie s del fondo y de loa  bordea de 
la  cubierta 30, la  su p erfic ie  de fondo de la  place 31, y 
la s  su p erfic ie s superior y de lo s  bordes de la  placa de 
base 11. l a  su perfic ie  de l a  cavidad 20 no precisa  ser re­
vestida, puesto que e stá  cerrada a la  entrada de agua o 
de vapor. l a s  partes revestidas se secan deapuás a l  a ir e .

la  válvula 30 puede tra ta rse  también oon 
un agente humectante, preparándose una eoluoián diluida,, e 
introduciéndola en la  válvula por medio del deposito 14. 
Bata solución se deja pasar a gotas a través do la  válvu­
l a ,  depositándose con ello  un delgado revestimiento sobre 
la a  partes de la  válvula.

Desposa que la s  partes tratadas están secas, 
se revisten  con un material prote otor. Bate revestimiento 
puede ap licarse  de cualquiera de la s  maneras conocidas, co­
mo por ejemplo mediante pineal o pulverizador, como el re­
vestimiento ae emplea para proteger la a  su p erfic ie s humeo- 
tan tas, debe entenderse que todas la s  su p erfic ie s rev esti­
das con l a  solución de s i l ic a to  da sodio, habrán de aer

*
a su vez revestidas del m aterial protector, l a s  partee re- 

veatidaa vuelven a dejarse secar a l  a i r e .
Se prefiere emplear un revestimiento protec­

tor de n itrato  de celulosa a pesar de que. como ya ae men­
cioné en un principio, existen diversos revestimientos pro-

** 8 **
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tectorea que pueden ser empleados. ta le s  como polis tirano, 
polim etllm etaorilato, po lie tllen o , po li-iscbutilen o , resina 
c ic loparafin ica , resina ciclopentiadiéniea, resina de enma­
ro na-indol, y éter p o liv in iliso b u tilic o . Batos m ateriales 

5 pueden prepararse en forma liqu ida empleando oualquiera de 
loa  disolventes aromáticos corrientes, como por ejemplo e l  
tolueno. JKi n itrato  de celulosa puede prepararse en forma 
liqu ida disolviéndolo en una mezcla de carbonato d ietálico  
y oxalato d ie tflio o , habiéndose comprobado qoe la s  propor- 

10 oiones siguientes son sa t is fa c to r ia s :
gramos

Nitrato de celulosa  ..................... 20
Carbonato dio t i l i c o ......................... 715

Oxalato d ie tilico  . . . . . . . .  265
Estas proporciones pueden vatiarse  para obtener cualquier 

18 consistenOia deseada, y no son c r i t ic a s .
Según se ha erplioado ya anteriormente en es­

ta  memoria, l a  placa de base 11 y l a  cubierta 28 estén uni­
das entre s i  para encerrar la  cámara de vapor 24, lo s  pasos 
de vapor 25 y la  canal 27 en forma de V. Antes de unirse 

20 entre s i ,  la s  su p erfic ie s complementarias, es decir, la&s su­
p e r fic ie s  superiores de la s  paredes 21 de la  cavidad &<g. 
termostato, lo s  bordes 22 exteriores de l a  placa de base y 
e l nervio 23 en forma de T de l a  placa de base, y la  corres­
pondiente superficie in ferio r de la  cubierta, se rev isten  

28 con un cemento de ailioona. Se a ju sta  entonces l a  cubierta 
a l a  placa de base por cualquier medio adecuado, vulcani­
zándose a continaacián la  silico n a  mediante exoitaoián del

- 9 -



elen^nto 15 calefaotor de la  placa de basa para gas produzca 
ana temperatura da trabaje  de aproximadamente 190 se. Duran­
te este  operación de vulcanizado, e l oemento de s í l ic e  na 
em itirá vapores, que recubrirán la  superficie  dal revesti­
miento protector que cubre e l  s i l ic a to  de sodio. Al fin a l 
del oíalo d.e vulcanización, la  temperatura de la  plancha 
ha aubido lo  su ficien te para eliminar e l  revestimiento que 
cubre e l s i l ic a to  de sodio, s i  se emplea nitrato de celulo­
sa , bastará una temperatura de aproximadamente 260^3, que 
eatá bien dentro de l a  temperatura de trabaje de la  plan­
cha, para quitar e l  revestimiento protector. Una vez expul­
sado el revestimiento protector, lo s  vaporea arrastran  lee  
vaporea residuales depositados por e l  cemento da e ilicon a, 

que tienen propiedades no humadooiblaa. ZR superficie  de 
s il ic a to  de sodio queda ahora expuesta en au estado o r ig i­

nal, dejando incólumes la s  c a rac te r ís tica s  humedecibles 
de laa  su p erfic ie s de la  cámara da vapor.

Si bien he mostrado e l invento en una forma 
unioa.de realización , será evidente para lo s  táonioos que 
no ee lim ita  a e l la ,  sino que es susceptib le de numerosas 
variaciones y modificaciones, s in  apartarse por e llo  da su 
e sp ír itu .

- O -  N O T A - O -

lo s  puntos de invención propia, no nueva,

10 -



2  0  8 3 5 5 ' '

pateo no estab lecida, practicada ni divulgada en España, 

que aa presenten para que sean objeto da asta  patente da 
Introducción por DIEZ años, son lo s  sigu ien tes:

i s ,  -  un método en la  fabricación de ana
B plancha de vapor que tiene una cámara generadora de vapor

formada por piezas que tengan su perfic ie s complementarias, 
que tienen entre e l la s  una capa de un compuesto de s í l i ­
ce na destinado a ser vulcanizado a l  calor para proporcio­
nar un ciérre a prueba de fugas, para proteger l a s  propic­

io  dados humectantes de por lo  menos parte de la  superficie
de la  susodicha cámara generadora de vapor oontre l a  con­
taminación por l a s  emisiones de dicho compuesto de s i l i -  
oona durante su proceso de vulcanización a l  calor, com­
prendiendo dichqhétodo rev estir  por lo  menos dicha parto 

18 do la  susodicha superficie  con un material protector que 
puede eliminarse mediante calor a una temperatura más 
elevada que l a  necesaria para la  vulcanización por calor 
del citado compuesto de silio o n a ,

aa. -  un método de. acuerdo con l a  reiv in- 
20 dioaoion i ,  caracterizado porque por lo  menos dicha parte

de l a  susodicha su p erfic ie  es humedecida con un agente 

humectante, siendo revestido dicho agento humectante con 
dicho material protector,

33. -  un método según se reivindica on la s  
25 reivindicaciones 1 o 8, caracterizado porque dicha capa dbL 

compuesto de silioon a es vulcanizada excitando el elemento

- 11 -
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calefactor de la  susodicha plancha para dar una temperatu­
ra primera, excitando después de e llo  a dicho elemento ca­
le fac to r  para dar una segunda temperatura más a lta  que la  
primera c itad a , con lo cual dicho material protector ea 
eliminado.

46. - un método según se reivindica en cual­
quiera de la s  reivindicaciones an teriores, caracterizado 
porque dichas temperaturas primera y segunda se hallan am­
bas dentro de la  temperatura máxima de trabajo de la  plan­
cha.

5c. -  un método según se reivindica en una 
cualquiera de la s  reivindicaciones anteriores, caracteriza­
do porque e l susodicho material protector es n itrato  de ce­
lu lo sa .

66. -  Un método de fabricar planchas eléc­
tr ic a s .

Tal y como ae ha descrito en la  Memoria 
que antecede, representado en d  dibujo que ae acompaña 
y oon loe fin es que ae han especificado.

gata Memoria consta de doce hojas e sc r ita s
por una aola cara.

Ma&r id ,

P. A.
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